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【はじめに】Cu2Sn1-xGexS3 (CTGS)は Ge/(Sn+Ge), x組成比の制御により、禁制帯幅が 0.9-1.5eV[1]の

範囲で変化するため、次世代型太陽電池の光吸収層材料として注目されている。しかし現時点で

の最高効率は 6.7%[2]と理論効率の 1/5程度にとどまっている。その要因の一つとして、太陽電池

特性に直結するキャリア密度などの電気特性への知見が少ないことがあげられている。本研究で

は CTGS薄膜における x組成比や成膜条件などの変化が CTGS薄膜の結晶構造や電気特性などに

与える影響について調査し、CTGS薄膜太陽電池の変換効率に与える影響を検討した。 

【実験方法】ソーダライムガラス (SLG)基板上に RFマグネトロンスパッタ法を用いて Ge、Cu及

び Sn-S を順次堆積した Cu/Sn-S 及び Ge/Cu/Sn-S 前駆体をそれぞれ作製した。またこれらの前駆

体に対し、硫化処理を行うことにより Cu2SnS3 (CTS)及び CTGS薄膜を成膜した。この時の硫化条

件は硫化温度 560ºC、硫化保持時間 90分とした。得られた各試料に対し、組成は FE-EPMA測定、

化合物の同定は XRD及び Raman測定、電気特性への影響は Hallや電気化学インピーダンス測定

(EIS)により評価した。 

【結果及び考察】本実験で得られた薄膜の x組成比は FE-EPMA測定より 0.00及び 0.37であること

が確認された。また、図 1(a)に XRD測定より得られた CTS (x=0.00)及び CTGS (x=0.37)薄膜にお

けるメインピーク付近の XRD回折を示す。x組成比が増加するとメインピークが高角度側にシフ

トしていることから、CTGS固溶体が形成されてい

ることを確認した。これらの薄膜に対して Hall 測

定より得られたキャリア密度を図 1(b)にそれぞれ

示す。CTS 薄膜のキャリア密度は 4.5×1017 cm-3、

CTGS薄膜は 9.0×1017 cm-3であり同等の値を示し

た。成膜条件に対する影響や EIS 測定などの詳細

は当日報告する。 
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図 1:作製した CTS 薄膜及び CTGS 薄膜

の(a)XRD測定結果及び(b)Hall測定結果 
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